





































 図２に Au(001)薄膜に対して約 300nm の直径に絞った高強度の電子ビームを [001]方位









 Au(001)薄膜を 95K の照射温度で [112]方位から電子線照射した後に[001]方位から観察
 1
した TEM 像を図３に示す。黒矢印で示すように電子線の入射方位に沿って伸びる像が観察
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図４ Au(001)薄膜の 110K の温度での電子線照射によって生成されたナノ構造の室温での






















図７ Au(011)薄膜の 400keV の電子線照射によるナノワイヤーの形成。95K の温度で[011]
方位から照射した。 (a) 300 s, (b) 480 s, (c) 600 s, (d) 7 5 0 g  
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